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 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)の物性や応用研究が盛んに行われている[1,2]。原子層

TMDC は、バンドギャップを有し、薄さなどの観点から新しい応用への期待も高まっている。ま

た、機械剥離した TMDC 同士をファンデルワールス力によって積層し作製したヘテロ構造におい

ては、特徴的なバンドアライメントを有し、様々な光・電子特性が得られる。その一例として、p

型と n 型の TMDC を積層することで、光電変換機能（太陽電池動作）が期待できる。これまでに

単層 MoS2/WSe2において光電変換特性が報告されているが、AM1.5 における正確な光電変換効率

が明らかになっていない [3]。

本研究では、2 層 MoS2/WSe2 ヘテロ構造を作製し、

AM1.5 疑似太陽光照射下で光電変換特性を詳細に調べ

た。MoS2, WSe2フレークを機械剥離し、ドライ転写する

ことで p-n接合を作製した。そのヘテロ構造の写真をFig. 

1(a)に示す。ダークと AM1.5 光照射下で、ゲート電圧(Vg)

に対してソース•ドレイン電流(Isd)を測定したものを示

したものが Fig. 1(a)である。ゲート電圧が-50 V 付近にお

いて、電流ピークが観測され、p-n 接合として動作して

いることが確認された。このゲート電圧近傍において測

定されたソース•ドレイン間の電流-電圧(Isd-Vsd)特性を

示したものが、Fig. 1(b)である。ここから、このヘテロ

構造の光電変換効率は、約 0.1%であることが明らかにな

った。このデータから、等価回路モデルを用いフィッテ

ィングを行い直列抵抗と並列抵抗を求めた。講演では、

これらの結果だけでなく、光電変換効率向上に向けた指

針などについても議論する予定である。 
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Fig. 1 (a) Isd-Vg curve of MoS2/WSe2 hetero 

structure measured at Vsd = 2 V. Inset : optical 

image of hetero structure. Red line is WSe2, 

black one is MoS2. (b) Isd-Vsd curve of 

MoS2/WSe2 hetero structure measured at 

Vg=-63.2 V. 
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